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€9 Vorrichtung zur Erzeugung von negativen lonen.

€) Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur
Erzeugung eines Uberschusses von negativen lonen in ge-
schiossenen Raumen durch an negative Hochspannung lie-
gende lonisierungsspitzen. Aufgabe der Erfindung ist,
lonenerzeuger so auszubilden, daB sie sich der Raumform
anpassen, d.h. eine mdoglichst gleichmaBige Dichte im gan-
zen Raum erreicht wird. Die Lésung der Aufgabe besteht
darin, daB ein elekirisch gut leitender lonenreflektor zwi-
schen einem isolierenden AuBengehiuse und den lonisie-
rungsspitzen angeordnet ist. Ahnlich wie bei der elektrosta-
tischen Beflockung wird durch den lonenreflektor die Aus-
trittsgeschwindigkeit und damit auch die Menge der negati-
ven lonen beeinfluBt. Je nachdem, ob am lonenrefiektor
eine hohere oder niedere negative Spannung liegt, kann
man dadurch den lonenstrom beeinflussen bzw. sich dem
Raum anpassen.
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Vorrichtung zur Erzeugung von negativen Ionen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Er-
zeugung eines Uberschusses von negativen Ionen in Qe—
schlossenen Rdumen durch an negative Hochspannung liegende
Ionisierungsspitzen, die im elektrisch hochisolierten,

mit Auslissen flir den Ionenstrom versehenen‘Gehéuse unter-
gebracht sind.

Derartige Vorrichtungen sind bekannt. So k&nnen z.B. die
Ionisierungsspitzen als Strahlenkranz bei Lampenk&rpern
oder in anderer Form angebracht werden. Bei diesen be-
kannten Ausfilhrungen ist nun eine verhdltnismidssig hohe
Ionenkonzentration in unmittelbarer Ndhe dieses Ionener-
zeugers vorhanden, in der Regel ist ein Raum nicht rund,

sondern rechteckig.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, Ionenerzeuger SO auszu-
bilden, daB sie sich m&glichst der Raumform anpassen, d.h.
eine mdglichst gleichmidssige Dichte im ganzen Raum erreicht
wird. Durch die stdndige Erzeugung negativer Kleinionen

in den Ri3umen stellt sich auch eine sehr glinstige biologi-
sche Wirkung ein. Wdhrend positiv geladene Luftionen im
wesentlichen aus geladener Kohlensdure bestehen, die das
Reizhormon Serotonin aus dem Gewebe freisetzt, sind negati-
ve Luftionen iliberwiegend geladener Sauerstoff, der durch
BeeinfluBung eines Ferments den Abbau des Serotonins be-
schleunigt.

Die Ldsung der Aufgabe nach der Erfindung besteht darin,
daB ein elektrisch gut leitender Ionenreflektor zwischen
einem isolierenden AuBengehduse und den Ionisierungs-

spitzen angeordnet ist.

Zhnlich wie bei der elektrostatischen Beflockung wird
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durch den Ionenreflektor die Austrittsgeschwindigkeit

und damit auch die Menge der negativen Ionen beeinflusst.
Je nachdem, ob am Ionenreflektor eine hthere oder niedere
negative Spannung liegt, kann man dadurch den Ionenstrom

beeinfluBen bzw. sich dem Raum anpassen.

Eine bevorzugte Ausfiihrung besteht darin, daB der Ionen-
reflektor von einem Gehduse gebildet ist, das in Abstrdm-
richtung der negativen Ionen offen ist. Bei dieser Aus-
fiihrung verwendet man zweckmidssig ein U-f&rmiges Profil.
Selbstverstdndlich lassen sich auch alle anderen Profile
verwenden, wesentlich ist nur, daB der Reflektor ge-
wiBermaBen als Biindelung die negativen Ionen in deren
Abstromrichtung wirkt.

Wesentlich ist ferner, daf das U-fdrmige Profil des
Reflektors perforiert ist mit einem iliber 20% liegenden
Perforationsanteil.

Der Reflektor muB,um eine entsprechende Wirksamkeit zu
haben, in einem isolierenden AuBengehduse angeordnet sein,
wobeli dieses AuBengehduse nach einer bevorzugten Aus-
bildung der Erfindung ebenfalls ein U-f6rmiges Profil
aufweist, welches in Abstrdmrichtung der negativen Ionen
offen ist.

Im Gegensatz zum Reflektor ist dann dieses isolierende
AuBengehduse mit einem hOheren Perforierungsanteil als

das Gehduse des Ionenreflektors versehen.

Diese verschiedenartigen Perforierungen dienen dazu,

daB der Ionenstrom, d.h. auch der Luftstrom , nicht
behindert wird, wenn er durch das Gehduse und den Ionen-
reflektor strdmt und dabei an den Ionisierungsspitzen,

die von Nadeln gebildet sind, vorbeistrOmt.
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Eine bevorzugte Ausfilhrung ergibt sich darin, daB die
Ionisierungsspitzen von Nadeln gebildet sind, die auf
einem elektrisch hochleitenden, z.B. metallischen,schmalen
Band elektrisch gut leitend senkrecht zur Bandl&nge und
das Band nach der offenen Seite des Ionenreflektors hin

diberragend befestigt sind.

Es ist schwierig, Ionisierungsspitzen in richtiger Lange,
richtigem Abstand vom Reflektor und vom AuBengehiuse so
anzubringen, daf eine gleichmdBige TIonisierung erfolgt.
Mit Hilfe eines schmalen Bandes, auf dem diese Nadeln be-
festigt sind, 148t sich das fertigungstechnisch sehr
einfach durchfiihren. Dabei wird dann dieses Band innerhalb
des Reflektors gespannt, wobei zweckmissig zwei Bander
parallel zueinander angeordnet sind.

Diese Spannvorrichtungen, bei denen Klemmen oder Halterun-
gen auf beiden Seiten das Band befestigen und diese Spann-
vorrichtungen dann mittels Gewinde und einer Kontermutter
gespannt werden, sind zweckmdBfig an den Stirnseiten des
U-f6rmigen AuBengehduses angeordnet und zwar in den
AbschluBdeckeln dieser Stirnseiten. Um eine kompakte
Ausfiihrung zu gewdhrleisten, ist es wichtig, daB gewisser-
massen in einem Geh&use auch der Gleichspannungsgenerator
untergebracht ist. Dabei sind in der Zeichnungsbeschrei-

bung noch weitere wesentliche Erfindungsmerkmale angegeben.
In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 einen Schnitt ldngs der Linie I-I der Figur 2;
Figur 2 einen Schnitt l&ngs der Linie II-II der Figur 1;
Figur 3 ist die Draufsicht auf die Figur 1;

Figur 4 perspektivisch das ganze Gerét.
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Es wird betont, daB die Zeichnungen nur schematisch sind

und nur die wichtigsten Teile wiedergeben.

In der Figur 1 ist der Ionenreflektor 1 im AuBengehiuse 2
untergebracht. Im Ionenreflektor sind auBerdem noch
Ionisierungsspitzen 3, wobei die Abstrdmrichtung 4 der
negativen Ionen dargestellt ist. Der Ionenreflektor 1

wird von einem U-f&rmigen Profil 5 gebildet, wdhrend das
AuBengehduse’ von einem U-fdrmigen Profil 6 gebildet wird.
Die Ionisierungsspitzen sind am Ende von veredelten
Nadeln 7,8 vorhanden. Diese Nadeln 7,8 sind in ent-
sprechenden Abstdnden auf den B&ndern 9,10 elektrisch-
leitend befestigt. Die Bdnder 9,10 sind,wie die Figuren
1,2 und 3 zeigen, in parallelem Abstand innerhalb des
Reflektors angeordnet, wobei die Ionisierungsspitzen 3

die Oberkante des Tonenreflektors 1 {iberragen. Der Abstand
12 zwischen den Bdndern 9,10 wird aufrechterhalten durch
die in den AbschluBdeckeln 13,14 angeordneten Spannvor-
richtungen 15, die nur schematisch dargestellt sind, aber
iiber einen Isolator 16 die AbschluBideckel 13,14 durchdrin-~-
gen und dann mittels einer Gegenschraube, die sich an den
AbschlufBideckeln abstlitzt, dann die B&nder spannen bzw.

in ihrer Lage arretieren. Die Gehdusewand 17 setzt sich
weiter fort und bildet das Gehduse fiir den Gleichspannungs-
generator 18, der wie die Figur 5 zeigt, eine Fortsetzung
hinsichtlich des Profils des Ionenerzeugers darstellt.

Die negative Gleichspannung 21, die an den TIonisierungs-—
spitzen liegt, ist h8her negativ als die negative Gleich-
spannung 22, die am Reflektor liegt. Diese Spannung wird
durch eine ansich bekannte Kaskadenschaltung 29 erzeugt,
wie die Figur 4 darstellt. Stiitzisolatoren 23, 24 dienen
der Befestigung des Ionenreflektors 1 innerhalb des

U-férmigen Profiles 6. Die in Abstrtmrichtung 4 offenen
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Seiten der U-Profile 5 und 6 werden durch eine Raster-
platte 25 gegen zufdlliges Beriihren abgedeckt. Diese
Rasterplatte 25, die aus isolierendem Werkstoff herge-
stellt ist, ist auf AbkrOpfungen 26 befestigt, die mit
dem U-f&rmigen Profil 6 verbunden sind. Der Abstand 27
der Ionisierungsspitzen liegt zwischen 35 - 55 mm. Der
Abstand 12 der Bidnder voneinander betrdgt ca. 25 mm.
Diese Abstdnde sind zweckmdssig, wenn der Ionenreflektor
an 5000 bis 6000 Volt negativer Gleichspannung liegt und
die Ionisierungsspitzen 3 an einer negativen Gleich-

spannung zwischen 8000 und 9000 Volt liegen.

Die Spitzen haben in Ldngsrichtung der B&nder bei diesen

Spannungsgrden einen Abstand von ca. 35 bis 55 mm.

Die Kaskadenschaltung zusammen mit anderen hochspannungs-
fihrenden Schaltelementen ist in einem Gehduse 28 einge-
gossen. Dieses Gehduse 28 liegt unter einer Abdeckung 30,
die in Ebene der Rasterplatte 25 angeordnet ist. Diese
Abdeckung 30 ist eine Einschaltlampe 31 vorgesehen.

Aus diesem Gehduse ragt dann ein NetzanschluB 32,

wobel ein Gehduse 34 die ganze elektrische Anordnung auf-
nimmt. Zu erwdhnen wdre noch, daB die freie Lidnge 33 der

Spitzen 15 bis 25 mm aufweist.

Nicht dargestellt sind Moglichkeiten,um mittels Potentio-
metern die Spannungsverhdltnisse der negativen Gleich-
spannungen 21,22 zu regeln. MSglicherweise wird nur die
am Reflektor liegende Gleichspannung 22 geregelt, falls
man sich hier bestimmten R&Eumen anpassen will, wenn eine
gewisse Dichte erreicht werden soll. Es ist selbstver-
stdndlich, daB die durch den Reflektor beschleunigten
Ionen in gr&Berer Zahl austreten, je wirksamer der Reflek-
tor ist.

Als Anwendungsgebiet der Erfindung sind alle Vorrichiungen
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'zu bezeichnen, um elektrisch den Austritt von Ionen zu

beschleunigen bzw. deren Menge zu beeinflussen.
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Patentanspriche

1. Vorrichtung zur Erzeugung eines Uberschusses von nega-
tiven Ionen in geschlossenen R&umen durch an negativen
Hochspannungen liegende Ionisierungsspitzen, die in
elektrisch hochisolierenden , mit Ausl&ssen fiir den
Ionenstrom versehenen, Gehduse untergebracht sind,
daduzxrch gekennzeichnet, daB ein
elektrisch gut leitender Ionenreflektor (1) zwischen
einem isolierenden AuBengehduse (2) und den Ionisierungs-

spitzen (3) angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, d adurch
gekenn=zedichnet , daB der Ionenreflektor (1)
von einem an negativer Gleichspannung liegenden Gehduse
gebildet ist, das in AbstrSmrichtung (4) der negativen

Tonen offen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, da durch
gekennzeichnet , daB der Ionenreflektor (1)

ein U-fbrmiges Profil (5) aufweist.

4, Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d ur ch
gekennzedichnet ,b daB das U-fobrmige Profil
perforiert ist mit einem ilber 20% liegenden Perforations-

anteil.

5. Vorrichtung nach Anspriichen 1 -3, d adurch
gekennzeichnet, daB das isolierende AuBen-
gehduse (2) ein U-fbrmiges Profil (6) aufweist, das in

Abstrdmrichtung (4) der negativen Ionen offen ist.
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6. Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r ¢ h
gekennzedchnet ,b daB das isolierende AuBenge-
hduse (2) perforiert ist mit einem hBheren Perforations-

anteil als das Gehduse (5) des Ionenreflektors (1).

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzedichnet, da8 die Ionisierungsspitzen

(3) von Nadeln (7,8) gebildet sind, die auf einem elektrisch
hochleitenden , z.B. metallischen, schmalen Band (9,10)
elektrisch gut leitend senkrecht zur Bandldnge und das

Band (9,10) nach der offenen Seite des Ionenreflektors

(1) hin lberragend befestigt sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, d adurch
gekennzeichnet, daB das Band (2,10) ein
Kupferband an 3000 - 10000 Volt negativer Gleichspannung
(11) liegend ist, welches im Abstand von den Wdnden des
Ionenreflektors (1) isoliert vom AuBengehduse (2)
parallel zu dessen Seitenfldchen gespannt ist, wobei

die Ionisierungsspitzen (3) den Ionenreflektor (1) lber-

ragen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, da durch
gekennzeichnet, daB im Abstand (12) vonein-
ander zwei Bdnder (9,10) mit daran befestigten Ionisie-

rungsspitzen (3) vorhanden sind.

10. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 9, da durch
gekennzeilichnet, daB die Stirnseiten des
U-f6rmigen AuBengehduses (6) von AbschluBdeckeln (13,14)
gebildet sind, von denen der eine eine Spannvorrichtung
(15) mit Isolator (16) fiir die Bdnder ( 9,10) aufweist

und der andere neben dieser Spannvorrichtung mit Isolator
gleichzeitig als Gehdusewand (17) flir den Gleichspannungs-

generator (18) ausgebildet ist.
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11. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 10, d adurch
gekenn=zeichnet , daB das Gehduse des Gleich-
spannungsgenerators (18) an die Stirnwand des AuBenge-
hduses (6) angeordnet ist, wobei sich die Wiande (19,20)
des AuBengehduses (6) iliber das Generatorgehduse hin er-

strecken.

12. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 11,d a dur ch
gekennzedichnet , daB der Ionenreflektor (1)
an einer negativen Gleichspannung (22) zwischen 5000 und
6000 Volt und die TIonisierungsspitzen (3) an einer nega-
tiven Gleichspannung (21) von 8000 - 9000 Volt liegt.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, d adurch
gekennzedichnet, daB die negative Gleich-
spannung (22) des Ionenreflektors (1) geringer ist als

die an der die im Ionenreflektor (1) angeordneten Ionisie-

rungsspitzen (3) liegen.

14. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 13, da durch
gekennzeichnet ,b daB die Spannung (22) des

Ionenreflektors (1) regelbar ist.

15. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 14, d ad ur ch
gekennzedichnet , da das elektrisch leit-
fdhige U-fOrmige Gehduse (5) des Ionenreflektors (1)
isolierend'ﬁber Stlitzisolatoren (23,24) am AuBengehduse
(2) befestigt ist.

16. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 15, d adur ch
gekennzedichnet , daB die offenen Seiten
des U-Profils des AuBengehduses (6) und des Ionenreflek-
tors (5) filir den Ionenaustritt in Abstrdmrichtung (4)
durch eine elektrisch hochisolierende Rasterplatte (25)

abgedeckt ist.
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17. Vorrichtuhg nach Anspruch 16, d a d ur ch
gekennzeichnet,b daB die Rasterplatte (25)
auf Abkrdpfungen (26) des U-Profils (6) des AuBengehiuses
(2) befestigt ist.

18. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 17, dadurch
gekennzedichnet ,b daB die Tonisierungsspitzen
(3) im Abstand (27) von 35 - 55 mm angeordnet sind

eine freie Lidnge (33) von 15 - 25 mm aufweisen und die
parallelen B&dnder einen Abstand (12) von ca. 25 mm von-

einander haben.

19. Vorrichtung nach Anspruch 1, d adurch
gekennzelchnet, daB in einem Gehduse (28)
als Kaskadenschaltung (29) eingegossen teilweise der

Gleichspannungserzeuger (18) angeordnet ist.

20. Vorrichtung nach Anspriichen 1 - 19,

dadurch gekennzedichnet, daB die
Abdeckung (30) des Gehduses (34) des Gleichspannungs-
generators (18) in der Ebene der Rasterplatte (25) liegt
und eine Einschaltanzeige (31) z.B. als Lichtquelle

aufweist.
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